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【手続補正書】
【提出日】平成28年1月27日(2016.1.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属酸化物半導体層の電気伝導性を所定の位置で増加させる方法であって、
　所定の位置で金属酸化物半導体層に物理的に接触するように還元剤を提供する工程と、
　還元剤と金属酸化物半導体層との間で化学的還元反応を誘起し、これにより所定の位置
で金属酸化物半導体層の化学組成に影響を与える工程と、
　リンス工程を行い、これにより還元剤と、還元反応の反応副生産物とを除去する工程と
を含む方法。
【請求項２】
　金属酸化物半導体層は、ガリウム・インジウム・亜鉛・酸化物（ＧＩＺＯ）、または他
の金属酸化物系半導体、例えば以下の化合物：ＺｎＯ、ＺｎＳｎＯ、ＩｎＯ、ＩｎＺｎＯ
、ＩｎＺｎＳｎＯ、ＬａＩｎＺｎＯ、ＧａＩｎＯ、ＨｆＩｎＺｎＯ、ＭｇＺｎＯ、ＬａＩ
ｎＺｎＯ、ＴｉＯ、ＴｉＩｎＳｎＯ、ＳｃＩｎＺｎＯ、ＳｉＩｎＺｎＯ、およびＺｒＩｎ
ＺｎＯ、ＺｒＺｎＳｎＯを含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　金属酸化物半導体層は、５ｎｍ～５０ｎｍの膜厚を有する請求項１または２に記載の方
法。
【請求項４】
　所定の位置で金属酸化物半導体層に物理的に接触するように還元剤を提供する工程は、
アルカリ金属、アルカリ土類金属、または双方のタイプの金属の合金を含む還元剤を、所
定の位置で金属酸化物半導体層に物理的に接触するように提供する工程を含み、
　還元剤と金属酸化物半導体層との間で化学的還元反応を誘起する工程は、還元層と金属
酸化物半導体層との間で化学的還元反応を誘起する工程を含み、



(2) JP 2015-519745 A5 2016.3.17

　リンス工程は、還元層と、還元反応の反応副生成物とを除去する工程である請求項１～
３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　還元層は、Ｃａを含む請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　還元層は、約１ｎｍ～約１００ｎｍの範囲の膜厚を有する請求項４または５に記載の方
法。
【請求項７】
　還元層と金属酸化物半導体層との間で化学的還元反応を誘起する工程は、１分間～６０
分間の間、約２０℃～約２００℃の範囲の温度で行うアニール工程を含む請求項４～６の
いずれかに記載の方法。
【請求項８】
　アニール工程は、不活性雰囲気中または真空中で行われる請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　還元層と金属酸化物半導体層との間で化学的還元反応を誘起する工程は、還元層を形成
した後に所定の時間待つ工程を含み、所定の時間は１分～５時間の範囲である請求項４～
６のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　待つ工程は、還元層が形成されたチャンバ中にサンプルを保持する工程を含む請求項９
に記載の方法。
【請求項１１】
　待つ工程は、真空中、または約１．３３×１０－４Ｐａ～約１．３３×１０－６Ｐａの
範囲で、約－５０℃～約＋５０℃の温度で行われる請求項９または１０に記載の方法。
【請求項１２】
　待つ工程に続いて、約２０℃～約２００℃の範囲の温度で、１分～６０分間アニール工
程を行う請求項９～１１のいずれかに記載の方法。
【請求項１３】
　リンス工程は、水またはアルコール中でリンスする工程を含む請求項１～１２のいずれ
かに記載の方法。
【請求項１４】
　所定の位置で金属酸化物半導体層に物理的に接触するように還元剤を提供し、還元剤と
金属酸化物半導体層との間で化学的還元反応を誘起する工程は、金属酸化物半導体層を、
所定の位置で、溶液中に溶けた化学的還元剤に物理的に接触させる工程を含む請求項１に
記載の方法。
【請求項１５】
　所定の位置で金属酸化物半導体層に物理的に接触するように還元剤を提供し、還元剤と
金属酸化物半導体層との間で化学的還元反応を誘起する工程は、金属酸化物半導体層を、
所定の位置で、気相の化学的還元剤に物理的に接触させる工程を含む請求項１に記載の方
法。
【請求項１６】
　ＰＥＴタイプ、ＰＥＮタイプ、またはＰＣタイプの低コストのフレキシブル基板上で行
われる請求項１～１５のいずれかに記載の方法。
【請求項１７】
　所定の位置で金属酸化物半導体層の化学組成に影響を与える工程は、金属酸化物半導体
層の酸素含有量を減少させる工程を含む請求項１～１６のいずれかに記載の方法。
【請求項１８】
　金属酸化物半導体層の電気伝導性を増加させる工程は、金属酸化物半導体層の表面部分
で電気伝導性を増加させる工程を含み、表面部分は約１０ｎｍ～約４０ｎｍの膜厚を有す
る請求項１～１７のいずれかに記載の方法。
【請求項１９】
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　金属酸化物半導体層の電気伝導性を増加させる工程は、金属酸化物半導体層の全膜厚を
通して電気伝導性を増加させる工程を含む請求項１～１８のいずれかに記載の方法。
【請求項２０】
　更に、絶縁層の上に金属酸化物半導体層を形成する工程を含み、金属酸化物半導体層の
電気伝導性を増加させる工程は、金属酸化物半導体層の全膜厚を通して、または絶縁層の
少なくとも一部で電気伝導性を増加させる工程を含む請求項１～１９のいずれかに記載の
方法。
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